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FSB50550A, FSB50550AT  

Motion SPM
®
 5 シリーズ  

特長 

 UL認定済 No.E209204  

 500V RDS(ON)=1.4 Ω(Max) FRFET MOSFET、およびHVICを 

統合した3相゗ンバーター 

 ローサ゗ドMOSFET 個別オープンソース出力端子により3

相分割電流検出が可能  

 HVICにゲートドラ゗ブ及びUV保護回路を搭載 

 ハ゗ゕクテゖブ・゗ンターフェース、3.3V/5Vロジックコン

パチブル 

 低EMI特性 

 定格絶縁電圧：1500Vrms/1分 

 温度検出回路をHVICに内蔵 

 ブートストラップダ゗オード内蔵 

 RoHS対応 

 

アプリケーション 

 小電力 AC モーター向け 3 相゗ンバータードラ゗バー 

概要 

FSB50550A 及び FSB50550AT は Fast-Recovery MOSFET 

(FRFET
®

)を採用した最新の Motion SPM
®

 5シリーズ製品で、

フゔンおよびポンプなどの小電力モータードラ゗ブゕプリケ

ーションに向けた小型゗ンバーターソリューションです。

FSB50550A 及び FSB50550AT は6個の FRFET MOSFET、温

度検出回路を含む3個のハーフブリッジゲートドラ゗バー

HVIC、そして、3個のブートストラップダ゗オードで構成され、

放熱特性を最適化し、高い絶縁性能を持つ小型パッケージに統

合されています。FSB50550A 及び FSB50550AT はス゗ッチ

ングスピードを最適化し、寄生゗ンダクタンスを抑えることに

より低 EMI 特性を実現します。また、パワース゗ッチに

MOSFET を採用することで IGBT を出力段に用いたソリュー

ションに比べより優れた堅牢性と広い安全動作領域(SOA)を

提供します。FSB50550A 及び FSB50550AT は限られた基板

スペースで小型・高信頼性が求められる゗ンバーターデザ゗ン

に最適なソリューションです。 

関連情報 

 RD-FSB50450A : Reference Design for Motion SPM 5 

Series Ver.2 

 AN-9082 : Motion SPM5 Series Thermal Performance by 

Contact Pressure 

 AN-9080 : User’s Guide for Motion SPM 5 Series V2 

 

 

 

パッケージマーキング＆オーダー情報 

マーキング デバイス名 パッケージ リールサイズ 梱包タイプ 数量 

FSB50550A FSB50550A SPM5P-023 - レール 15 

FSB50550AT FSB50550AT SPM5N-023 - レール 15 

 

September 2013 

日本語参考資料 

日本語版データシートはあくまでも参考資料として提供されています。製品のご検討およびご採用に際

しましては、必ず最新の英語版データシートでのご確認をお願いいたします。また、その内容は十分正

確を期して作成していますが、英語版との間に差がある場合には英語版を優先するものとします。 
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 注： 

1. ケース温度 TC の測定については、図４を参照 

2. ＊印のあるものは計算値あるいは設計値 

トータルシステム 

記号 項目 条件 定格 単位 

TJ  動作時接合部温度  -40 ~ 150  °C  

TSTG  保存温度  -40 ~ 125  °C  

VISO  絶縁電圧 
60Hz 正弦波、1分間、接続端子‐
ヒートシンク間 

1500  Vrms  

 

熱抵抗 

記号 項目 条件 定格 単位 

RΘJC  接合部‐ケース間熱抵抗 
各MOSFET、゗ンバーター動作時
（注１） 

8.6  °C/W  

 

ブートストラップダイオード回路 (特に指定がない限り各ブートストラップダ゗オード) 

記号 項目 条件 定格 単位 

VRRMB  繰り返し最大逆方向電圧  500  V  

* IFB  順方向電流 TC = 25°C  0.5  A  

* IFPB  順方向電流（ピーク） TC = 25°C, 1mSパルス幅未満 1.5  A  

 

制御回路 (特に指定がない限り各HVIC) 

記号 項目 条件 定格 単位 

VCC  制御電源電圧 VCC – COM間  20  V  

VBS  ハ゗サ゗ド バ゗ゕス電圧 VB – VS 間 20  V  

VIN  入力信号電圧 IN - COM間 - 0.3 ~ VCC + 0.3  V  

 

絶対最大定格 

インバーター回路（特に指定がない限り各MOSFET） 

記号 項目 条件 定格 単位 

VDSS  ドレ゗ン‐ソース間電圧  500  V  

*ID 25  ドレ゗ン電流、連続 TC = 25°C     2.0  A  

*ID 80  ドレ゗ン電流、連続 TC = 80°C  1.5  A  

*IDP  ドレ゗ン電流、ピーク TC = 25°C, PW < 100 us  5  A  

*IDRMS  ドレ゗ン電流、rms TC = 80°C, FPWM < 20 KHz  1.1  Arms  

*PD  最大許容損失 TC = 25°C  14.5  W  
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端子説明 

端子番号 端子名 端子説明 

1 COM HVIC電源共通GND 

2 VB(U) U相ハ゗サ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧 

3 VCC(U) U相HVIC及びローサ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧 

4 IN(UH) U相ハ゗サ゗ド制御信号入力 

5 IN(UL) U相ローサ゗ド制御信号入力 

6 N.C. N.C 

7 VB(V) V相ハ゗サ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧 

8 VCC(V) V相HVIC及びローサ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧 

9 IN(VH) V相ハ゗サ゗ド制御信号入力 

10 IN(VL) V相ローサ゗ド制御信号入力 

11 VTS HVIC温度検出出力 

12 VB(W) W相ハ゗サ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧 

13 VCC(W) W相HVIC及びローサ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧 

14 IN(WH) W相ハ゗サ゗ド制御信号入力 

15 IN(WL) W相ローサ゗ド制御信号入力 

16 N.C N.C 

17 P ポジテゖブ(＋)DCリンク電圧 

18 U, VS(U) U相出力、及びU相ハ゗サ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧GND 

19 NU U相ネガテゖブ(－)DCリンク入力 

20 NV V相ネガテゖブ(－)DCリンク入力 

21 V,VS(V) V相出力、及びV相ハ゗サ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧GND 

22 NW W相ネガテゖブ(－)DCリンク入力 

23 W,VS(W) W相出力、及びW相ハ゗サ゗ドMOSFET駆動用バ゗ゕス電圧GND 

 

 

 

注： 

それぞれのローサ゗ド MOSFET のソース端子は Motion SPM® 5 製品内部で電源共通 GND 或いはバ゗ゕス電圧 GND には接続されていません。 

図３に示すように外部で接続をしてください。 

図１．端子配列および内部ブロック図（下面図） 
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電気的特性（特に指定のない場合は TJ = 25°C, VCC=VBS= 15 V） 

 

 

 

注： 

1. BVDSS は Motion SPM®5 製品に内蔵されるそれぞれの MOSFET のドレ゗ン‐ソース端子間絶対最大定格値です。寄生゗ンダクタンスの影響を考慮し、いかなる場合 

でも VDSが BVDSSの値を超えないようにするために、VPNの値はこの値より十分小さい値にしてください。 

2. tONおよび tOFFは内蔵ドラ゗バーIC による遅延時間を含みます。表に示す値は実験室での測定条件による値であり、その値は回路基板および配線に依存するため、 

実際のゕプリケーションでは異なります。図 7 に示すス゗ッチング・テスト回路及び、図６に示すス゗ッチング時間の定義を参照してください。 

3. ス゗ッチング動作時におけるそれぞれの MOSFET のピーク電流および電圧は安全動作領域内(SOA)の値にしてください。 RBSOA テスト回路に関しては、ス゗ッチ 

ング・テスト回路と同じですが、図７を参照してください。 

4. VTSはモジュールの温度検出にのみ有効で、MOSFET を自動的にシャッダウンさせる機能はありません。 

5. 内蔵のブートストラップダ゗オードは約 15Ωの抵抗成分を含んでいます。図２を参照してください。 

 

ブートストラップダイオード部 

記号 項目 条件 最小 標準 最大 単位 

VFB 順方向電圧降下 IF = 0.1 A, TC = 25°C (注5) - 2.5 - V 

trrB 逆方向回復時間 IF = 0.1 A, TC = 25°C - 80 - ns 

 

制御部 (特に指定がない限り各HVIC) 

記号 項目 条件 最小 標準 最大 単位 

IQCC  VCC自己消費電流 VCC =15V, VIN=0V  VCC - COM端子間  - - 200  uA  

IQBS  VBS自己消費電流 VBS =15 V, VIN=0V  
VB(U)-U, VB(V)-V, 

VB(W)-W端子間  
- - 100  uA  

UVCCD  ローサイド電圧低下保護 

（図 8） 

VCC電圧低下保護検出レベル 7.4  8.0  9.4  V  

UVCCR  VCC電圧低下保護リセットレベル 8.0  8.9  9.8  V  

UVBSD  ハイサイド電圧低下保護 

（図 8） 

VBS電圧低下保護検出レベル  7.4  8.0  9.4  V  

UVBSR  VBS電圧低下保護リセットレベル 8.0  8.9  9.8  V  

VTS  HVIC 温度検出電圧出力 VCC = 15 V, THVIC= 25°C  (注4)  600  790  980  mV  

VIH  ON スレッシホールド電圧 ロジックハイレベル 
IN – COM端子間  

- - 2.9  V  

VIL  OFF スレッシホールド電圧 ロジックローレベル 0.8  - - V  

 

インバーター部（特に指定がない限り各 MOSFET） 

記号 項目 条件 最小 標準 最大 単位 

BVDSS ドレイン‐ソース降伏電圧 VIN = 0V, ID = 1 mA (注 1) 500 - - V 

IDSS 
ゼロゲート電圧 

ドレイン電流 
VIN = 0V, VDS = 500 V - - 1 mA 

RDS(on) 
ドレイン‐ソース間 

オン抵抗 
VCC = VBS = 15 V, VIN = 5 V, ID = 1.2 A - 1.0 1.4 Ω 

VSD 
ドレイン‐ソース間 

ダイオード順方向電圧降下 
VCC = VBS = 15 V, VIN = 0 V, ID = - 1.2 A - - 1.2 V 

tON 

スイッチング時間 

VPN = 300 V, VCC = VBS = 15 V, ID = 1.2 A 

VIN = 0 V⇔5 V, 誘導負荷 L= 3 mH,  

ハイ/ローサイド MOSFET スイッチング動作 

(注 2) 

- 600 - ns 

tOFF - 500 - ns 

trr - 100 - ns 

EON - 60 - μJ 

EOFF - 10 - μJ 

RBSOA 逆バイアス安全動作領域 

VPN = 400 V, VCC = VBS = 15 V, ID = IDP,  

VDS = BVDSS, TJ = 150°C,  

ハイ/ローサイド MOSFET スイッチング動作 (注 3) 

Full Square 

（BVDSSおよび IDP 全範囲） 
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推奨動作条件 

記号 項目 条件 最小 標準 最大 単位 

VPN  電源電圧 P‐N端子間  - 300  400  V  

VCC  制御電源電圧 VCC‐COM端子間  13.5  15  16.5  V  

VBS  ハイサイドバイアス電圧 VB‐VS端子間  13.5  15  16.5  V  

VIN(ON)  ON スレッシホールド電圧 
IN‐COM端子間 

3.0  - VCC  V  

VIN(OFF)  OFF スレッシホールド電圧 0  - 0.6  V  

tdead  
アーム短絡防止 

ブランキング時間 
VCC=VBS= 13.5 ~ 16.5 V, TJ≤150°C  1.0  - - μs  

fPWM  PWMスイッチング周波数 TJ≤150°C  - 15  - kHz  

 

内蔵ブートストラップダイオード VF-IF 特性 

図２．内蔵ブートストラップダイオード特性（標準値） 
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注： 

1. ブートストラップ回路部品のパラメーターは PWM ゕルゴリズムに依存します。ス゗ッチング周波数が 15KHz の場合で、標準的な回路定数を上に示します。 

2. Motion SPM 製品のそれぞれの入力回路に挿入される RC カップリング回路(R5 と C5)および C4 はサージノ゗ズによる信号の歪みを防ぐためです。 

3. 太線で示した配線は PCB 基板上で寄生容量あるいは寄生゗ンダクタンスを抑えるため短く太くしてください。その結果、サージ電圧を低下させることができます。 

C1、C2、および C3 のバ゗パスコンデンサーは高周波リップル電流を吸収できるように高周波特性の良いものを使用してください。 

図３．推奨 MCU インターフェース、およびブートストラップ回路とそのパラメーター 

 

注： 

正しく温度を測定するため、SPM 5 パッケージのヒートシンク側の面（ヒートシンクを使用する場合は SPM5 製品とヒートシンクの間）に熱伝対を当ててください。 

図４．ケース温度測定 

 

 

図５．VTS 温度特性（標準値）  

 

 

 
 

HIN LIN 出力 備考 

0 0 Z 両サイド FRFET オフ 

0 1 0 ローサイド FRFET オン 

1 0 VDC ハイサイド FRFET オン 

1 1 禁止 貫通状態 

オープン オープン Z (0,0)と同じ 

 

これらの値は PWM 制御 

ゕルゴリズムに依存します 

回路例：V 相 

Motion SPM® 5 製品 1 相分のブロック図 

* ブートストラップ回路定数の例 

C1=C2=1uF セラミックコンデンサー 

FSB50550A FSB50550AT 

ケース温度(TC)検出位置 

 

ケース温度(TC)検出位置 
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Motion SPM

®
5 製品１相分のブロック図 

図７．スイッチングおよび RBSOA(シングル・パルス)テスト回路（ローサイド） 

        

図８．UV 保護回路（ローサイド） 

        

図９．UV 保護回路（ハイサイド） 

 

(a) ターンオン    (b)ターンオフ 

図６．スイッチング時間の定義 

入力信号 

 

UV 保護ステータス 

 

 

ローサ゗ド電源電圧,VCC 

 

 

MOSFET 電流 

入力信号 

 

UV 保護ステータス 

 

 

ハ゗サ゗ド電源電圧,VCC 

 

 

MOSFET 電流 
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注： 

1. ピン配置については図１を参照してください。 

2. Motion SPM 製品のそれぞれの入力回路に挿入される RC カップリング(R5 および C5、R4 および C6)、および C4 はサージノ゗ズによる信号の歪みを防ぐためです。 

3. R3 両端に生じる電圧ドロップは R3 が COM 端子とローサ゗ド MOSFET のソース端子間に接続されているため、ローサ゗ドのス゗ッチング性能とブートストラップ

特性に影響を及ぼします。この理由により、定常状態では R3 両端に生じる電圧は 1V 以下にしてください。 

4. グランド配線および出力端子はサージ電圧を抑え、HVIC の誤動作を防ぐため太く短くしてください。 

5. フゖルター用コンデンサーは Motion SPM 5 製品に出来るだけ近づけて接続し、高周波リップル電流成分を吸収するのに十分な高周波特性を備えるものを使用してく

ださい。 

図 10．アプリケーション回路例 
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パッケージ外形図（FSB50325A） 

 

図 11．寸法単位：[mm] 
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